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(54) 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지 및 그의 제조 방법

요약

본 발명은 댐 캐리어 스트립 및 와이어 본딩을 이용하여 대량 생산이 가능한 칩 스케일의 볼 그리드 어
레이 패키지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 회로 기판의 일면에 반도체 칩이 접착되고, 그 반대면
에는 회로 배선과 외부 접속 단자가 동일면 상에 형성되며, 중앙부에는 개구부가 형성되어 그 개구부를 
통하여 반도체 칩과 회로 기판 간의 전기적 접속을 구현한다.  그리고 기판의 개구부 주위에는 댐 캐리
어가 형성되어 봉지 수지가 흘러 넘치는 것을 방지할 뿐만 아니라, 봉지 영역이 외부 접속 단자보다 낮
은 높이를 갖도록 형성할 수 있다.

제조 방법은 리드 프레임 스트립과 같은 댐 캐리어 스트립에 복수개의 댐 캐리어들을 형성하고, 그 각각
의 댐 캐리어에 회로 기판, 반도체 칩을 차례로 접착하여 와이어 본딩 및 봉지 과정을 거친 후, 외부 접
속 단자를 형성함으로써 스트립 형태의 패키지를 완성하는 순서로 진행된다.  그리고 나서 댐 캐리어를 
지지하는 타이 바의 노치 부분에 압력을 가함으로써, 별도의 분리 공정을 거치지 않고 쉽게 개별 패키지
로 분리해 낸다. 

대표도

도3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 사시도. 

도 2는 도 1에 도시된 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지에서 봉지 영역을 제거한 상태의 사시도.

도 3은 도 1의 3-3 선을 따라 절단한 단면도.

도 4 내지 도 10은 도 1에 도시된 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지를 제조하는 공정의 일 실시예를 
나타내는 사시도.

도 11 내지 도 16은 도 1에 도시된 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지를 제조하는 공정의 다른 실시
예를 나타내는 사시도.

도 17은 종래 기술의 실시예에 따른 칩 스케일 패키지를 나타내는 단면도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

100 :  칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지(Chip Scaled BGA Package)

110 :  댐 캐리어 스트립(Dam Carrier Strip)

111 :  가이드 레일(Guide Rail)112 :  가이드 홀(Guide Hole)
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113 :  타이 바(Tie Bar)114 :  노치(Notch)

115 :  댐 캐리어(Dam Carrier)116 :  댐 개구부(Dam Window)

120 :  회로 기판(Circuit Substrate)121 :  회로 배선(Circuit Trace)

122 :  기판 패드(Substrate Pad)123 :  기판 개구부(Board Window)

130 :  반도체 칩(Semiconductor Chip)131 :  칩 패드(Chip Pad)

140, 141 :  접착제(Adhesive)150 :  금속 와이어(Metal Wire)

160 :  봉지 수지(Encapsulation Resin)161 :  봉지 뚜껑(Encapsulation Lid)

170 :  외부 접속 단자(Outer Electrode)

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로
는 댐 캐리어 스트립 및 와이어 본딩을 이용하여 대량 생산이 가능한 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패
키지 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

반도체 집적회로 소자의 집적도가 증가함에 따라 입출력 핀 수가 증가되면서 반도체 소자의 소형화가 요
구되고 있다.  이러한 요구에 부응하여 개발된 반도체 패키지 중의 하나가 볼 그리드 어레이(Ball Grid 
Array; 이하‘BGA’라 한다) 패키지이다.  이 BGA 패키지는 리드 프레임을 이용한 통상적인 플라스틱 패
키지에 비하여, 주 기판(Main Board)에 실장될 때의 실장 면적이 대폭 축소될 수 있으며, 전기적 특성이 
우수하다는 장점들을 갖고 있다.

BGA 패키지가 통상적인 플라스틱 패키지와 다른 점은, 반도체 칩과 주 기판 간의 전기적 접속이 리드 프
레임 대신에 회로 배선 및 솔더 볼과 같은 외부 접속 단자가 형성된 회로 기판에 의하여 구현된다는 점
이다.  반도체 칩이 부착되는 회로 기판의 반대면에 외부 접속 단자들이 자유롭게 형성될 수 있어서, 종
래의 플라스틱 패키지에 비하여 실장 면적이 훨씬 줄어드는 것이다.

그런데 이와 같은 종래의 BGA 패키지는 반도체 칩의 크기에 비하여 회로 기판의 크기가 매우 크다.  그 
이유는 기본적으로 회로 기판이 반도체 칩의 실장을 위하여 회로 배선이 형성되어 있지 않은 영역을 갖
기 때문이다.  따라서 BGA 패키지는 그 크기의 감소에 한계가 있다.  이러한 사정에서 제안된 것이 칩 
스케일 패키지(Chip Scale Package; 이하‘CSP’라 한다)이다.

도 17은 종래 기술의 실시예에 따른 CSP로서, 미국 테세라(Tessera) 사에서 개발한 마이크로(μ)-BGA 패
키지를 나타내는 단면도이다.

도 17을 참조하면, 기본 구조는 구리 배선(221; Cu Trace)과 폴리이미드(222; Polyimide)로 이루어진 플
렉시블(Flexible) 회로 기판(220)이 탄성 중합체(240; Elastomer)를 개재하여 반도체 칩(230)과 접착되
어  있고,  금속  리드(210)가  반도체  칩(230)의  칩  패드(231)와  플렉시블  회로  기판(220)의  구리 
배선(221)을  전기적으로  접속하며,  폴리이미드(222)에  형성된  비아  홀(Via  Hole)을  통하여  구리 
배선(221)과 금속 범프(270)가 접속되는 구조로 되어 있다.

제조 과정을 보면, 우선 사진 석판술(Photolithography)을 이용하여 플렉시블 회로 기판(220)을 제조하
고,  이  과정에서 구리 배선(221)  및  비아 홀,  금속  범프(270)를  형성한다.  그리고 플렉시블 회로 
기판(220)의 구리 배선(221)이 있는 면쪽에 탄성 중합체(240)를 스크린 프린트(Screen Print)로 형성하
고, 반도체 칩(230)의 칩 패드(231)가 있는 면쪽을 탄성 중합체(240)와 접착한다.  그 후 플렉시블 회로 
기판(220) 주변에 형성된 금속 리드(210)는 탭(TAB; Tape Automated Bonding)의 내부 리드 본딩(ILB; 
Inner  Lead  Bonding)과  유사한  열압착으로  칩  패드(231)와  본딩하고  나서,  노출된  본딩면과  금속 
리드(210) 부분을 디스펜서(Dispenser)로 봉지(260)하는 과정을 거친다.

그런데 이와 같은 CSP(200)는 제조 공정 및 조립 공정이 복잡하고, 단위 공정별로 제조 단가가 높을 뿐
만 아니라, 표준화가 어렵다는 단점을 안고 있다.  또한 CSP의 제조가 개별적으로 진행되기 때문에 대량 
생산이 곤란하다는 단점이 있다.

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은, 통상적인 플라스틱 패키지의 조립 공정에 사용되는 리드 프레임과 같은 타입
의 댐 캐리어를 이용하여 스트립 형태로 패키지를 제조함으로써 제조 단가가 낮고 양산성이 뛰어난 칩 
스케일의 BGA 패키지 및 그의 제조 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은, 플라스틱 패키지 조립 공정에 사용되는 와이어 본딩 방식을 채택함으로써 제조 
단가가 낮고 양산성이 뛰어난 칩 스케일의 BGA 패키지 및 그의 제조 방법을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 회로 기판 상에 별도의 댐이 형성되어 있어서 봉지 공정시 봉지 영역의 제어
가 가능한 칩 스케일 BGA 패키지 및 그의 제조 방법을 제공하는데 있다.
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    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 일 면의 중앙부에 복수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 반도체 
칩; 상기 칩 패드가 외부로 노출되도록 중앙부가 관통되어 형성된 장방형의 기판 개구부와, 상기 칩 패
드가 형성된 반도체 칩 면에 부착되는 하부면과, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상기 
회로 배선과 연결된 기판 패드가 형성된 상부면을 포함하는 회로 기판; 상기 기판 개구부를 통하여 상기 
칩 패드와 상기 회로 배선을 전기적으로 접속하는 금속 와이어; 상기 금속 와이어가 접속된 회로 배선과 
상기 기판 패드 사이에 부착되며, 상기 기판 개구부보다 큰 장방형의 댐 개구부를 갖는 댐 캐리어; 상기 
금속 와이어를 보호하기 위한 봉지 영역; 외부 장치와 전기적·기계적으로 접속되기 위하여 상기 기판 
패드 상에 형성되는 외부 접속 단자;를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지를 제공한다.

또한 본 발명은 상기 목적을 달성하기 위하여, 가이드 홀이 형성된 두개의 가이드 레일과, 각각 장방형
의 댐 개구부를 갖는 복수개의 댐 캐리어와, 상기 가이드 레일과 복수개의 댐 캐리어를 각각 연결하며 
노치가 형성된 타이 바를 포함하는 댐 캐리어 스트립이 준비되는 단계; 중앙부가 관통되어 형성된 장방
형의 기판 개구부와, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상기 회로 배선과 연결된 기판 패
드가 형성된 상부면과, 하부면을 포함하는 복수개의 회로 기판이, 상기 회로 배선의 일부가 상기 댐 개
구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 댐 캐리어의 하부면에 각각 접착되는 단계; 일면의 중앙부에 복
수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 복수개의 반도체 칩이, 상기 칩 패드가 상기 기판 개구부를 통하여 외
부로 노출되도록 상기 회로 기판의 하부면에 각각 접착되는 단계; 상기 댐 개구부 내부에 노출되는 회로 
배선의 일부와 상기 칩 패드가 금속 와이어에 의하여 각각 접속되는 단계; 상기 금속 와이어를 보호하기 
위하여 상기 댐 개구부 내부에 봉지 수지가 각각 채워지는 단계; 상기 기판 패드 상에 외부 장치와 전기
적·기계적으로 접속되기 위한 솔더 볼이 각각 형성되는 단계; 상기 타이 바의 노치를 절단하여 칩 스케
일의 볼 그리드 어레이 패키지가 각각의 개별 패키지로 분리되는 단계;를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리
드 어레이 패키지의 제조 방법을 제공한다.

또한 본 발명은 상기 목적을 달성하기 위하여, 가이드 홀이 형성된 두개의 가이드 레일과, 각각 장방형
의 댐 개구부를 갖는 복수개의 댐 캐리어와, 상기 가이드 레일과 복수개의 댐 캐리어를 각각 연결하며 
노치가 형성된 타이 바를 포함하는 댐 캐리어 스트립이 준비되는 단계; 중앙부가 관통되어 형성된 장방
형의 기판 개구부와, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상기 회로 배선과 연결된 기판 패
드 상에 외부 장치와 전기적·기계적으로 접속되기 위한 금속 범프가 형성된 상부면과, 하부면을 포함하
는 복수개의 회로 기판이, 상기 회로 배선의 일부가 상기 댐 개구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 
댐 캐리어의 하부면에 각각 접착되는 단계; 일면의 중앙부에 복수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 복수개
의 반도체 칩이, 상기 칩 패드가 상기 기판 개구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 회로 기판의 하부
면에 각각 접착되는 단계; 상기 댐 개구부 내부에 노출되는 회로 배선의 일부와 상기 칩 패드가 금속 와
이어에 의하여 각각 접속되는 단계; 상기 금속 와이어를 보호하기 위하여 상기 댐 캐리어의 상부면에 봉
지 뚜껑이 각각 접착되는 단계; 상기 타이 바의 노치를 절단하여 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지
가 각각의 개별 패키지로 분리되는 단계;를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법
을 제공한다.

이하 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 칩 스케일의 BGA 패키지의 사시도이다.

도 2는 도 1에 도시된 칩 스케일의 BGA 패키지에서 봉지 영역을 제거한 상태의 사시도이다.

도 3은 도 1의 3-3 선을 따라 절단한 단면도이다.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 칩 스케일의 BGA 패키지(100)는 통상적인 BGA 패키지와 
달리, 회로 기판(120)의 일면에 회로 기판(120)과 비슷한 크기의 반도체 칩(130)이 접착되며, 그 반대쪽 
면에 칩(130)과의 전기적 접속을 담당하는 금속 와이어(150) 및 외부 장치(도시되지 않음)와의 전기적·
기계적 접속 경로인 외부 접속 단자(170)가 같이 형성되는 구조를 갖는다.

즉, 회로 배선(121) 및 그 회로 배선(121)과 연결된 기판 패드(122)가 회로 기판(120)의 동일면 상에 형
성되어  있어서,  종래의  회로  기판과 같은 비아 홀(Via  Hole)이  필요없다.   반도체 칩(130)과  회로 
기판(120) 간의 전기적 접속은 금속 와이어(150)에 의한 통상적인 와이어 본딩(Wire Bonding)으로 이루
어지는데, 이를 위하여 회로 기판(120)의 중앙부에 기판 개구부(123)가 장방형으로 형성되고, 반도체 
칩(130)은 칩 패드(131)가 중앙부에 일렬로 배열된 센터 패드(Center Pad)형을 사용한다.  따라서 회로 
기판(120)과 반도체 칩(130)을 접착하면, 칩 패드(131)들이 기판 개구부(123)를 통하여 외부로 노출되는 
형태가 되며, 와이어 본딩을 이룰 수 있게 된다.  칩 패드(131)와 본딩되는 회로 배선(121)은 기판 개구
부(123)의 주위까지 형성되어 있으며, 기판 패드(122)는 회로 기판(120)의 외곽까지 격자(Grid) 형태로 
배열되어 있다.

칩 패드(131)와 본딩되는 회로 배선(121)과 기판 패드(122) 사이에는 댐 캐리어(115; Dam Carrier)가 접
착된다.   댐  캐리어(115)는  기판  개구부(123)와  같은  장방형의  댐  개구부(116)를  가지며,  댐 
개구부(116)는 회로 배선(121)의 일부가 와이어 본딩을 위하여 노출되도록 기판 개구부(123)보다는 약간 
크게 형성된다.  회로 기판(120)은 통상적으로 사용되는 인쇄 회로 기판(PCB; Printed Circuit Board)이
며, 댐 캐리어(115)는 리드 프레임(Lead Frame)과 같은 금속 재질로 형성된다.  반도체 칩(130)과 회로 
기판(120), 댐 캐리어(115)와 회로 기판(120) 간의 접착은 비전도성의 접착제(141, 140)를 사용하여 구
현한다.  와이어 본딩된 부분은 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 봉지(Encapsulation)를 하게 되는
데, 통상적으로 사용되는 봉지 수지(160)를 이용한 포팅(Potting) 방식 또는 봉지 뚜껑(Lid)으로 밀봉하
는(Sealing) 방식 어느 것이나 가능하다.  또한 포팅 방식에는 스크린 프린트 또는 디스펜서에 의한 방
식이 있다.

외부  접속 단자(170)는  기판 패드(122)  상에  형성되는데,  외부 접속 단자(170)로서  솔더 볼(Solder 
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Ball)을 사용하느냐 금속 범프(Metal Bump)를 사용하느냐에 따라서 그 제조 방법은 약간 달라진다.  이
는 후술하기로 하고, 외부 접속 단자(170)는 도금 방식, 스크린 프린트 방식 등 통상적인 방식에 의하여 
형성되고, 기판 패드(122) 상에 형성된 후의 높이는 외부 장치에 접속될 때를 고려하여 댐 캐리어(115)
의 높이보다 2배 이상 높게 형성된다.  그리고 외부 접속 단자(170)  간의 피치(Pitch)는 외부 접속 
단자(170)의 직경의 약 2배 가량이다.  예를 들어, 피치가 1.5㎜인 경우, 외부 접속 단자(170)의 직경은 
약 0.75㎜, 기판 패드(122) 상에 형성된 후의 외부 접속 단자(170)의 높이는 약 0.6㎜, 외부 장치에 접
속된 후의 외부 접속 단자(170)의 높이는 약 0.4㎜이다.  따라서 이 경우 댐 캐리어(115)의 높이는 약 
0.2㎜ 정도가 되도록 형성하는 것이 바람직하다.  그리고 본딩되는 금속 와이어(150)의 루프 높이는 회
로  기판(120)의  상부면으로부터  1㎜  미만이  되도록  함으로써,  봉지  수지(160)의  상부면은  댐 
캐리어(115)의 상부면보다 낮게 형성되도록 조절할 수 있다.

이상 본 발명에 따른 칩 스케일의 BGA 패키지의 구조에 대하여 설명하였고, 이하에서는 그 제조 방법의 
두가지 실시예에 대하여 설명하겠다.

도 4 내지 도 10은는 도 1에 도시된 칩 스케일의 BGA 패키지를 제조하는 공정의 일 실시예를 나타내는 
사시도이다.

먼저 도 4를 참조하면, 우선 통상적인 플라스틱 패키지의 조립 공정에 사용되는 리드 프레임 스트립과 
같은 타입의 댐 캐리어 스트립(110; Dam Carrier Strip)이 준비된다.  댐 캐리어 스트립(110)은 두 개의 
가이드 레일(111; Guide Rail)을 따라 복수개의 댐 캐리어(115)들이 형성된 형태이나, 이하의 도면에서
는 편의상 하나의 댐 캐리어(115) 만을 도시하였다.  댐 캐리어 스트립(110)은 리드 프레임 스트립과 마
찬가지로  스탬핑(Stamping)  또는  에칭(Etching)  방식으로  제조된다.   가이드  레일(111)에는  가이드 
홀(112)들이 형성되어 있어서 연속적인 제조가 가능하며, 가이드 레일(111)과 댐 캐리어(115) 간에는 타
이 바(113)가 형성되어 있어서 댐 캐리어(115)를 지지하고 있다.  댐 캐리어(115)에는 장방형의 댐 개구
부(116)가 형성되어 있다.  또한 타이 바(113)에는 각각 노치(114; Notch)가 형성되어 있어서, 제조 공
정이  완료되면  쉽게  개별  패키지로의  분리가  가능하다.   즉,  홈과  같은  형태의  노치(114)가  타이 
바(113)의 양면, 또는 한면에 형성되어 있기 때문에 약간의 압력으로도 쉽게 분리가 된다.

다음  도  5를  참조하면,  준비된  댐  캐리어  스트립(110)의  각각의  댐  캐리어(115)  하부면에  회로 
기판(120)들이 접착된다.  댐 캐리어(115)와 접착되는 회로 기판(120)의 면에는 회로 배선(121) 및 기판 
패드(122)가  형성되어  있으며,  댐  개구부(116)와  대응되는  회로  기판(120)의  중앙부에는  기판 
개구부(123)가 형성되어 있다.  기판 개구부(123)는 댐 개구부(116)보다 약간 작은 크기를 갖기 때문에, 
기판 개구부(123) 주위의 회로 배선의 일부(121a)가 댐 개구부(116) 내부에 노출된다.  이는 후속 공정
인 회로 배선(121)과 반도체 칩(130) 간의 와이어 본딩(150)이 이루어지기 위해서이다(도 7 참조).  그
리고 회로 기판(120)의 긴 변의 크기는 양 사이드 레일(111) 간의 간격보다는 작고, 댐 캐리어(115)를 
사이에  두고  마주  보고  있는  양쪽  노치(114)  간의  간격보다는  크다.   즉,  노치(114)  부분은  회로 
기판(120)의 면 위에 위치하게 된다.  그 이유는 제조 공정이 완료되고 개별 패키지(100)로 분리된 후 
주 기판에 실장될 때, 타이 바의 일부(113a)가 댐 캐리어(115)에 남아 있더라도 다른 소자에 영향을 미
치지 않게 하기 위해서이다(도 16 참조).  댐 캐리어(115)와 회로 기판(120) 간의 접착은 통상적으로 사
용되는 비전도성의 양면 접착 테이프나 접착제(140)를 사용한다.

이와 같이 회로 기판(120)의 접착이 끝나면, 도 6에 도시된 바와 같이 반도체 칩(130)이 각각 접착된다.  
즉, 댐 캐리어(115)와 접착된 회로 기판(120) 면의 반대쪽 면에 반도체 칩(130)의 칩 패드(131)가 형성
된 면이 접착된다.  전술하였듯이, 반도체 칩(130)은 센터형 칩 패드(131)들이 형성되어 있으며, 이 칩 
패드(131)들이 기판 개구부(123)를 통하여 외부에 노출된다.  반도체 칩(130)과 회로 기판(120) 간의 접
착은 댐 캐리어(115)와 회로 기판(120) 간의 접착과 마찬가지로 공지 기술을 이용하여 이룰 수 있다.

다음 단계는 반도체 칩(130)과 회로 기판(120) 간의 전기적 접속이다.  도 4d에 도시된 바와 같이 금속 
와이어(150)를 이용하여 반도체 칩(130)의 칩 패드(131)와 회로 기판(120)의 회로 배선(121a)을 각각 와
이어 본딩한다.  칩 패드(131)는 기판 개구부(123)를 통하여 노출되어 있고, 회로 배선의 일부(121a)도 
댐 개구부(116) 영역 안에까지 형성되어 있기 때문에 와이어 본딩을 이룰 수 있는 것이다.  와이어 본딩
은 통상적인 플라스틱 패키지의 조립 공정에서 사용되는 와이어 본딩과 동일하며, 금속 와이어(150) 역
시 동일한 금 또는 알루미늄을 사용한다.

와이어 본딩이 완료되면, 금속 와이어 및 본딩 부분을 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 도 8에 도시
된 바와 같이 봉지한다.  봉지 방법은 본 실시예와 같이 봉지 수지(160)를 포팅하거나, 다음 실시예에서
와 같이 봉지 뚜껑으로 밀봉하는 방법 두가지가 있다.  봉지 수지(160)의 포팅은 공지 기술인 스크린 프
린트 또는 디스펜스에 의하여 이루어지며, 댐 캐리어(115)의 댐 개구부(116) 내부를 봉지 수지(160)로서 
가득 채운다.  이 때, 댐 캐리어(115)는 봉지 수지(160)가 주변의 회로 기판(120)으로 흘러 넘치지 않도
록 방지하는 역할을 하며, 봉지 수지(160)의 상부면은 댐 캐리어(115)의 상부면보다 낮게 형성되도록 봉
지 수지(160)의 포팅을 조절한다.  봉지 수지(160)는 통상적인 플라스틱 패키지에 사용되는 수지 계열을 
사용한다.

도  9는  봉지 후 외부 접속 단자(170a)가 형성된 것을 보여주고 있다.   즉,  회로 기판(120)의 기판 
패드(122)에 외부 접속 단자, 예를 들면 본 실시예에서와 같이 솔더 볼(170a; Solder Ball)을 형성한다.  
기판 패드(122)에 형성된 후의 솔더 볼(170a)은 전술했듯이 댐 캐리어(115)의 높이보다 2배 이상 높게 
형성되는 것이 바람직하다.  외부 접속 단자로는 본 실시예의 솔더 볼(170a) 이외에도, 다음 실시예에서
와 같이 금속 범프가 사용될 수도 있다.  솔더 볼(170a)의 재질 및 형성 방법은 통상적인 BGA 패키지의 
경우와 같으므로 설명은 생략하겠다.  단, 본 실시예는 스트립 형태로 연속적인 제조가 가능한 방법이므
로, 솔더 볼(170a)도 별도의 지그(Jig)가 필요없이 연속적인 형성이 가능하다.

도 10은 모든 제조 과정이 완료되고, 완성된 스트립 형태의 패키지들로부터 개별 패키지(100)로 분리한 
후의 모습이다.  전술하였듯이 타이 바의 댐 캐리어 부근에 노치가 형성되어 있으므로, 별도의 분리 공

12-4

공개특허특1998-020726



정을 거치지 않고도 노치 부분에 압력을 가함으로써 쉽게 개별 패키지로 분리시킬 수 있다.

도 11 내지 도 16은 도 1에 도시된 칩 스케일의 BGA 패키지를 제조하는 공정의 다른 실시예를 나타내는 
사시도이다.

본 실시예의 제조 방법은 기본적으로 전 실시예의 경우와 동일하나, 외부 접속 단자로서 금속 범프를 채
택하기 때문에 외부 접속 단자의 형성 순서가 바뀌며, 봉지 방법 또한 다르다.

도 11은 도 4와 동일하게 댐 캐리어 스트립(110)이 준비되는 단계이다.

도  12는  도  5와  마찬가지로  댐  캐리어  스트립(110)에  회로  기판(120)이  접착되는  단계이나,  회로 
기판(120)에 미리 외부 접속 단자, 즉 금속 범프(170b; Metal Bump)가 형성되어 있는 점이 전과 다르다.  
금속 범프(170b)의 재질 및 형성 방법은 공지된 기술을 이용한다.

도 13은 회로 기판(120)에 반도체 칩(130)이 접착되는 단계이며, 도 14는 와이어 본딩(150)되는 단계로
서, 전술한 도 6 및 도 7의 경우와 대응된다.

도 15는 봉지 단계인데, 전 실시예의 도 8과 달리 수지 봉지를 포팅하는 방식이 아니라, 봉지 뚜껑(161)
으로 밀봉하는 봉지 방식을 보여주고 있다.  봉지 뚜껑(161)은 접착제에 의해 댐 캐리어(115)의 상부면
에 접착된다.  이 경우 봉지 뚜껑(161)은 금속 범프(170b)보다 낮도록 형성한다.

도 16은 도 10과 대응되는 도면으로서, 개별 패키지(100)로 분리된 후의 모습이다.  도 10에서는 도시를 
생략하였지만, 도 16에서는 타이 바의 일부(113a)가 남아 있는 경우를 나타내었다.  그러나 전술하였듯
이 상기 타이 바의 일부(113a)가 회로 기판(120)의 영역 내에 있기 때문에 신뢰성에는 아무런 영향도 미
치지 않는다.

지금까지 외부 접속 단자는 솔더 볼, 봉지 방식은 수지 포팅 방식을 채택하는 경우의 제1 실시예와, 금
속 범프 및 뚜껑 밀봉 방식의 제2 실시예를 설명하였지만, 솔더 볼 및 뚜껑 밀봉 방식이나, 금속 범프 
및 수지 포팅 방식을 채택하는 경우도 가능하다.  그리고 댐 캐리어의 재질은 리드 프레임과 같은 금속 
재질이지만, 가공상의 어려움을 극복한다면 절연물질도 사용이 가능하다.  또한 회로 기판은 통상적인 
인쇄 회로 기판으로서, 기판 재질은 수지 계열, 세라믹, 유리, 금속 등이 가능하다.

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명의 구조에 따르면, 회로 기판 상에 별도의 댐 캐리어가 형성되어 있기 때
문에, 봉지 수지를 포팅하여 봉지 영역을 형성하는 경우는 봉지 수지가 회로 기판으로 흘러 넘치는 것을 
방지해 주며, 봉지 뚜껑으로 밀봉하는 경우는 봉지 뚜껑이 접착되는 부분으로서의 역할을 댐 캐리어가 
담당하게 된다.  따라서 봉지 영역이 외부 접속 단자보다 낮은 높이를 갖도록 봉지 영역의 형성 과정을 
조절할 수 있다는 이점이 있다.

또한 본 발명의 방법에 따르면, 통상적인 플라스틱 패키지의 조립 공정에 사용되는 리드 프레임과 같은 
타입의 댐 캐리어를 이용하여 스트립 형태로 패키지를 제조할 뿐만 아니라, 와이어 본딩 방식을 채택함
으로써 제조 단가가 낮고 양산성이 뛰어나다는 이점이 있다.

또한 본 발명의 방법에 따르면, 스트립 형태로 패키지를 대량 제조한 후 타이 바에 미리 형성되어 있는 
노치 부분에 압력을 가함으로써, 별도의 분리 공정을 거치지 않고 쉽게 개별 패키지로 분리시킬 수 있다
는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

일 면의 중앙부에 복수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 반도체 칩;

상기 칩 패드가 외부로 노출되도록 중앙부가 관통되어 형성된 장방형의 기판 개구부와, 상기 칩 패드가 
형성된 반도체 칩 면에 부착되는 하부면과, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상기 회로 
배선과 연결된 기판 패드가 형성된 상부면을 포함하는 회로 기판;

상기 기판 개구부를 통하여 상기 칩 패드와 상기 회로 배선을 전기적으로 접속하는 금속 와이어;

상기 금속 와이어가 접속된 회로 배선과 상기 기판 패드 사이에 부착되며, 상기 기판 개구부보다 큰 장
방형의 댐 개구부를 갖는 댐 캐리어;

상기 금속 와이어를 보호하기 위한 봉지 영역;

외부 장치와 전기적·기계적으로 접속되기 위하여 상기 기판 패드 상에 형성되는 외부 접속 단자;

를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 댐 캐리어는 금속으로 형성되는 것을 특징으로 하는 칩 스케일의 볼 그리드 어
레이.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 외부 접속 단자는 솔더 볼인 것을 특징으로 하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레
이.
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청구항 4 

제 1 항에 있어서, 상기 외부 접속 단자는 금속 범프인 것을 특징으로 하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레
이.

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 상기 외부 접속 단자의 높이는 상기 봉지 영역의 상부면보다 높은 것을 특징으로 하
는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 상기 봉지 영역은 상기 댐 개구부의 내부에 채워진 봉지 수지인 것을 특징으로 하는 
칩 스케일의 볼 그리드 어레이.

청구항 7 

제 6 항에 있어서, 상기 댐 캐리어의 상부면은 상기 외부 접속 단자의 높이보다는 낮고 상기 봉지 수지
의 상부면보다는 높은 것을 특징으로 하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이.

청구항 8 

제 5 항에 있어서, 상기 봉지 영역은 상기 댐 캐리어의 상부면에 접착된 봉지 뚜껑인 것을 특징으로 하
는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이.

청구항 9 

가이드 홀이 형성된 두개의 가이드 레일과, 각각 장방형의 댐 개구부를 갖는 복수개의 댐 캐리어와, 상
기 가이드 레일과 복수개의 댐 캐리어를 각각 연결하며 노치가 형성된 타이 바를 포함하는 댐 캐리어 스
트립이 준비되는 단계;

중앙부가 관통되어 형성된 장방형의 기판 개구부와, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상
기 회로 배선과 연결된 기판 패드가 형성된 상부면과, 하부면을 포함하는 복수개의 회로 기판이, 상기 
회로 배선의 일부가 상기 댐 개구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 댐 캐리어의 하부면에 각각 접착
되는 단계;

일면의 중앙부에 복수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 복수개의 반도체 칩이, 상기 칩 패드가 상기 기판 
개구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 회로 기판의 하부면에 각각 접착되는 단계;

상기 댐 개구부 내부에 노출되는 회로 배선의 일부와 상기 칩 패드가 금속 와이어에 의하여 각각 접속되
는 단계;

상기 금속 와이어를 보호하기 위하여 상기 댐 개구부 내부에 봉지 수지가 각각 채워지는 단계;

상기 기판 패드 상에 외부 장치와 전기적·기계적으로 접속되기 위한 솔더 볼이 각각 형성되는 단계;

상기 타이 바의 노치를 절단하여 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지가 각각의 개별 패키지로 분리되
는 단계;

를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 솔더 볼은 상기 댐 캐리어의 상부면보다 높게 형성되는 것을 특징으로 하는 칩 
스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.

청구항 11 

제 9 항에 있어서, 상기 봉지 수지는 포팅에 의하여 상기 댐 개구부 내부에 채워지는 것을 특징으로 하
는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.

청구항 12 

제 11 항에 있어서, 상기 봉지 수지의 상부면은 상기 댐 캐리어의 상부면보다 낮게 형성되는 것을 특징
으로 하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.

청구항 13 

가이드 홀이 형성된 두개의 가이드 레일과, 각각 장방형의 댐 개구부를 갖는 복수개의 댐 캐리어와, 상
기 가이드 레일과 복수개의 댐 캐리어를 각각 연결하며 노치가 형성된 타이 바를 포함하는 댐 캐리어 스
트립이 준비되는 단계;

중앙부가 관통되어 형성된 장방형의 기판 개구부와, 상기 기판 개구부의 주위에 형성된 회로 배선 및 상
기 회로 배선과 연결된 기판 패드 상에 외부 장치와 전기적·기계적으로 접속되기 위한 금속 범프가 형
성된 상부면과, 하부면을 포함하는 복수개의 회로 기판이, 상기 회로 배선의 일부가 상기 댐 개구부를 
통하여 외부로 노출되도록 상기 댐 캐리어의 하부면에 각각 접착되는 단계;

일면의 중앙부에 복수개의 칩 패드가 일렬로 배열된 복수개의 반도체 칩이, 상기 칩 패드가 상기 기판 
개구부를 통하여 외부로 노출되도록 상기 회로 기판의 하부면에 각각 접착되는 단계;
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상기 댐 개구부 내부에 노출되는 회로 배선의 일부와 상기 칩 패드가 금속 와이어에 의하여 각각 접속되
는 단계;

상기 금속 와이어를 보호하기 위하여 상기 댐 캐리어의 상부면에 봉지 뚜껑이 각각 접착되는 단계;

상기 타이 바의 노치를 절단하여 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지가 각각의 개별 패키지로 분리되
는 단계;

를 포함하는 칩 스케일의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.

청구항 14 

제 13 항에 있어서, 상기 금속 범프는 상기 봉지 뚜껑보다 높게 형성되는 것을 특징으로 하는 칩 스케일
의 볼 그리드 어레이 패키지의 제조 방법.
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